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近年、超ワイドバンドギャップ(Eg)を有する酸化ガリウム(Ga2O3)が注目されている。その Ga2O3

は結晶多形であり、α、β、γ、δ、ε 相などが知られている。[1] これらの結晶多形の中で、唯一の

極性結晶であり、強誘電体特性を有する準安定相 ε-Ga2O3 は自発分極を利用した超ワイドバンド

ギャップ HEMT や FeFET などへの応用が期待されている。これらのデバイスへの応用に向けて、

ε-Ga2O3薄膜の表面平坦化や結晶品質の向上が求められている。本研究グループでは、ミスト CVD

法による ε-Ga2O3 の結晶成長について、気相成長時のストイキオメトリー制御による薄膜表面の

平坦化や In や Al との混晶化などを報告してきた。[2-4] 本検討では、ミスト CVD による c 面サフ

ァイア基板上 ε-Ga2O3薄膜の表面平坦化や結晶品質の向上のための原料溶液へのビスマス(Bi)前駆

体原料添加による効果について調査したので、それについて報告する。 

Fig. 1(a)に成長温度 700℃における XRD 

2θ-ω スキャンの結果を示す。基板に起因するピ

ークの他に、ε-Ga2O3 (004) の回折ピークが Bi

前駆体原料使用の有無によらず観察され、

ε-Ga2O3 薄膜が得られた。これらの試料につい

て Fig. 1(b) に示す XRCの半値幅を比較したと

ころ、Biアシストにより対称面及び非対称面の

数値が約 1/2～1/3程度になっており、結晶品質

が改善していることが確認できた。 

Fig. 2に AFM像を示す。表面平坦性の評価の

ために、RMS を比較したところ、Bi 添加によ

り 1 nmから 0.4 nmとなり、薄膜表面の平坦化

に成功した。これらの結果は、結晶成長の過程

において、重原子である Bi が薄膜の表面にお

ける原子のマイグレーションを促進する効果

によるものと考えられる。 

以上より、ミスト CVD 法における Bi添加に

よる ε-Ga2O3 薄膜の表面平坦化及び高品質化

に成功した。 

 

Fig.1 (a) XRD 2θ-ω scan profiles and (b) XRC spectra of 

no-assisted and Bi-assisted ε-Ga2O3 thin films on c-sapphire 

substrates.  

Fig.2 AFM images of (a) no-assisted and (b) Bi-assisted 

ε-Ga2O3 thin films on c-sapphire substrates. 
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